
HAL Id: jpa-00243473
https://hal.science/jpa-00243473

Submitted on 4 Feb 2008

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

3. Utilisation de jonctions S-I-M comme thermomètres
absolus

W.T. Band, G.B. Donaldson

To cite this version:
W.T. Band, G.B. Donaldson. 3. Utilisation de jonctions S-I-M comme thermomètres absolus. Revue
de Physique Appliquée, 1970, 5 (6), pp.900-901. �10.1051/rphysap:0197000506090003�. �jpa-00243473�

https://hal.science/jpa-00243473
https://hal.archives-ouvertes.fr


900

[8] GADZUCK (J. W.), J. Appl. Phys., 1970, 41, 286. Dans
cet article on trouve un certain nombre de réfé-
rences intéressantes.

[9] JAKLEVIC (R. C.), LAMBE (J.), Phys. Rev. Letters,
1966, 17, 1139 ; Phys. Rev., 1968, 165, 821.

[10] ROWELL (J. M.), SHEN (L. Y. L.), Phys. Rev. Letters,
1966, 17, 15.

[11] MILES (J.), SMITH (P.), J. Electrochem. Soc., 1963,
110, 1240.

[12] GIAEVER (I.), Phys. Rev. Letters, 1968, 20, 1286.
[13] MCVICAR (M. L. A.), FREAKE (S. M.), ADKINS (C. J.),

J. Vacuum Sci. Technol., 1969, 6, 717.
[14] ROWELL (J. M.), MCMILLAN (W. L.), FELDMANN (W. L.),

Phys. Rev., 1969, 178, 897.
DYNES (R. C.), ROWELL (J. M.), Phys. Rev., 1969,

187, 821.
[15] DYNES (R. C.), à paraître.
[16] GRAY (K. E.), LONG (A. R.), ADKINS (C. J.), Phil.

Mag., 1969, 20, 273.

[17] LEVINE (J. L.), HSIEH (S. Y.), Phys. Rev. Letters,
1968, 20, 994.

[18] MILLER (D. I.), DAYEM (A. M.), Phys. Rev. Letters,
1967, 18, 1000.

[19] TAYLOR (B. N.), Thèse, Université de Pennsylvanie,
1963.

[20] GRAY (K. E.), Phil. Mag., 1969, 20, 267.
[21] EISENMENGER (W.), DAYEM (A. H.), Phys. Rev. Letters,

1967, 18, 125.
[22] JOSEPHSON (B. D.), dans « Superconductivity » (Ed.

R. D. Porks), p. 423, Marcel Dekker, Inc.,
New York, 1969.

[23] KURKIJARVI (J.), AMBEGAOKAR (V.), Phys. Letters,
1970, 31a, 314.

[24] ROWELL (J. M.), MCMILLAN (W. L.), FELDMANN (W.
L.), Phys. Rev., 1969, 180, 658.

[25] GIAEVER (I.), ZELLER (H. R.), Phys. Rev. Letters, 1968,
21, 1385.

[26] SLODZIAN (G.), Rev. Phys. Appl., 1968, 3, 360.

1. ÉTUDE DU COURANT DE TRANSPORT
PAR EFFET TUNNEL ASSISTÉ THERMIQUEMENT
DANS UNE JONCTION MÉTAL-SEMICONDUCTEUR

V. L. RIDEOUT et C. R. CROWELL

Univ. of Southern Calif.

Nous présentons ici une étude expérimentale du
courant de transport par l’émission de champ ther-
moionique dans une barrière de Schottky. Nous

avons réalisé des mesures de caractéristiques courant-
tension (I-V), capacité-tension (C-Y) et les mesures
de seuil photo-électrique pour des températures
T = 13-300 OK sur des contacts de Pt et de siliciure
de Pt avec du silicium de type n d’un dopage de 21015
à 21018 impuretés/cm3. Les mesures I-V sont compa-
rées avec les résultats théoriques de l’émission de

champ thermoionique pour le courant de transport.
Les barrières de siliciures de Pt ont été obtenues

par recuit des contacts de Pt à 370 °C. Le courant
de fuite en polarisation positive et négative et les valeurs

de n 1 = ô vont été observés après recuit.

Les diodes de siliciure présentent un anneau péri-
phérique distinct, la structure physique et la compo-
sition chimique est différente du siliciure central et

du silicium.

2. MESURE DE LA DENSITÉ D’ÉTATS ÉLECTRONIQUES PAR EFFET TUNNEL

T. ARIZUMI, A. YOSHIDA et N. SAWAKI

Département d’Electronique, Université de Nagoya

Analysant la probabilité de transmission par effet
tunnel d’une jonction métal-semiconducteur et la

comparant au modèle de Franz dans l’approximation
W. K. B., nous montrons que le coefficient exact
obtenu par CDMT donne la densité d’états à un facteur

près dans les gammes d’énergie plus élevées : il peut
être uniquement calculé numériquement. La densité
d’états observée expérimentalement par Mahan et

Conley avait pourtant été obtenue par l’application
du modèle à deux bandes de Franz.

L’analyse du coefficient exact de transmission tunnel
d’une jonction p-n prouve l’existence d’un facteur

multiplicatif correspondant à la densité d’états des
deux électrodes. L’expression exacte du courant tunnel
à travers une jonction p-n est obtenue par l’intermé-
diaire de ce coefficient et rend possible la détermi-
nation de la densité d’états. L’effet tunnel est une

méthode puissante pour l’étude des densités d’états
dans un semiconducteur.

3. UTILISATION DE JONCTIONS S-I-M COMME THERMOMÈTRES ABSOLUS

W. T. BAND et G. B. DONALDSON

Département de Physique, Université de Lancaster, G. B.

Dans la gamme des températures T  1/4 TG les

jonctions tunnel supraconducteur-oxyde-métal normal
ont une dépendance du courant en fonction du poten-

tiel (i-V) de la forme i oc exp (eY/kT) pour une gamme
de potentiels appliqués inférieurs à l’énergie de la

bande interdite (2 kT  V  A - 1. 5 kT). Notre
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but est de décrire un système de modulation qui
mesure la quantité 1(dV/di) donnant directement
la température en fonction de la tension et de la cons-
tante fondamentale k/e. Les résultats présentés mon-
trent les mesures de température faites dans une gamme

de 1 OK à 2,5 OK sur des jonctions Pb-I-Al et Pb-I-Mg
(les films utilisés sont minces). Ils montrent que le
thermomètre est fidèle et exact à 5 %. La température
mesurée est celle du métal normal.

4. EXPÉRIENCES SUR DES JONCTIONS InAs-OXYDE-Pb

D. C. TSUI

Bell telephone Laboratories, Incorporated Murray Hill, New Jersey

Nous décrivons des expériences sur des jonctions
tunnel de InAs-oxyde-Pb. Le système est inédit car
il présente à la surface de InAs une étroite couche
dans laquelle il y a accumulation d’électrons. La

quantification du mouvement normal à la surface
crée des niveaux d’énergie discrets qui lient les élec-
trons à la surface. Ainsi ces électrons sont libres de
se déplacer parallèlement à la surface d’où l’existence
d’une bande à deux dimensions pour les états de
conduction correspondant à chacun des niveaux

d’énergie des états liés. L’utilisation de l’effet tunnel
a mis en évidence l’existence de ces états et fourni
une mesure directe de leur énergie de liaison. Quand
un champ magnétique est appliqué, la bande de conduc-
tion de l’InAs massif se divise en un ensemble de
« sous bandes » de Landau avec des bords de bande
aux niveaux d’énergie de Landau. En variant la tension
aux bornes de la jonction, le niveau de Fermi du Pb

se déplace par rapport aux niveaux de Landau dans
le semiconducteur. On obtient ainsi des structures

oscillantes dans la courbe de conductance tunnel
en fonction du potentiel. La mesure de la conductance
en fonction de la tension et de l’intensité du champ
magnétique permet une étude directe des niveaux

d’énergie de Landau dans la bande de conduction
de InAs. Lorsque le champ magnétique est appliqué
parallèlement à la surface de l’échantillon, les électrons
liés à la surface ne peuvent plus décrire les orbites

cyclotron et seules les oscillations des niveaux de
Landau du métal massif sont observées. En revanche,
pour un champ magnétique perpendiculaire à la

surface, on observe soit les oscillations dues aux niveaux
de la surface, soit celles dues aux niveaux dans le
massif. Ceci fournit une information supplémentaire
sur les propriétés électroniques des états de surface.

5. ÉTUDE PAR EFFET TUNNEL DE JONCTIONS MÉTAL-SEMICONDUCTEUR
EN PRÉSENCE D’UNE PRESSION HYDROSTATIQUE

P. GUÉTIN et G. SCHREDER

Laboratoire d’Electronique et Physique Appliquée, 94, Limeil-Brevannes, France

Les jonctions métal-semiconducteur ont été sou-

mises à des pressions hydrostatiques variant de 0
à 15 kbars. Les résultats sont donnés pour l’accrois-
sement de la hauteur de la barrière dans un système
Au/n GaAs à la température ambiante. L’effet tunnel
à 4.2 OK dans des jonctions Pb/n GaAs est décrit
et nous montrons les variations caractéristiques des

dérivées première et seconde de I(V) : par exemple
les modifications du fond continu en conductance,
le décalage des phonons longitudinaux optiques,
la variation de la densité d’états du supraconducteur.
Nous discutons les possibilités de détermination en
énergie des paramètres des minima secondaires dans
la bande de conduction de GaAs.

6. EFFET DE PLUSIEURS BANDES D’ÉNERGIE INTERDITE
SUR LES STRUCTURES DE PHONONS DANS DES EXPÉRIENCES TUNNEL

J. KLEIN et A. LÉGER

Groupe de Physique des Solides de l’E. N. S., Faculté des Sciences,
Tour 23, Paris 5e, France

Il est bien connu que les caractéristiques tunnel
de jonctions faites avec des films épais de Pb montrent
deux gaps bien définis [1]. Néanmoins nous avons
montré expérimentalement que sur des jonctions
Al-I-Pb il n’existe pas un décalage correspondant

des pics de phonons. A l’aide des équations d’Eliash-
berg nous avons essayé d’expliquer ce problème.
C’est la partie imaginaire de la fonction complexe
du gap qui donne les structures de phonons dans les
courbes d’effet tunnel. Cette partie imaginaire peut


